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Beschreibung 

Teststruktur zum Bestimmen eines Dotierbereiches eines Elekt- 
rodenanschlusses zwischen einem Grabenkondensator und einem 
5 Auswahl trans is tor in einem Speicherzellenf eld 

Die Erfindung betrifft eine Testschaltung fur ein Speicher- 
zellenfeld zum Bestimmen eines Dotierbereiches eines Elektro- 
denanschlusses, der in einer Speicherzelle eine Innenelektro- 
10 de eines Grabenkondensators mit einem zugehorigen Auswahl- 
transistor verbindet . 

^ Halbleiterspeicher , insbesondere dynamische Halbleiterspei- 

cher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM) setzen sich aus einer Mat- 
15 rix von Speicherzellen zusammen, die in Form von Zeilen uber 
Wortleitungen und Spalten uber Bitleitungen verschaltet sind. 
Das Auslesen der Daten aus den Speicherzellen oder das 
Schreiben der Daten in die Speicherzellen wird durch Aktivie- 
rung geeigneter Wort- und Bitleitungen bewerkstelligt . Eine 

2 0 dynamische Speicherzelle setzt sich im Allgemeinen aus einem 

Auswahl trans is tor und einem Speicherkondensator zusammen, wo- 
bei der Auswahl trans is tor ublicherweise als horizontal ausge- 
legter Feldef f ekttransistor ausgestaltet ist und zwei Diffu- 
sionsbereiche umfasst, welche durch einen Kanal getrennt 
^2 5 sind, oberhalb dessen eine Steuerelektrode , ein sogenanntes 
Gate, angeordnet ist. Das Gate ist wiederum mit einer Wort- 
leitung verbunden. Einer der Dif f usionsbereiche des Auswahl- 
transistors ist an eine Bitleitung und der andere Diffusions- 
bereich an den Speicherkondensator angeschlossen. Durch Anle- 

3 0 gen einer geeigneten Spannung uber die Wortleitung an das 

Gate schaltet der Auswahl trans is tor durch und ermoglicht eine 
Stromfluss zwischen den Dif f usionsgebieten, um den Speicher- 
kondensator uber die angeschlossene Bitleitung zu laden. 

3 5 Zielsetzung bei der DRAM-Speicher-Entwicklung ist es, eine 

moglichst hohe Ausbeute von Speicherzellen mit guter Funktio- 
nalitat bei zusatzlich minimaler ChipgroSe zu erreichen. Das 
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fortlaufende Bestreben, die DRAM-Speicherzellen zu verklei- 
nern, hat zum Entwurf von Speicherzellen gefuhrt, bei denen 
insbesondere der Speicherkondensator die dritte Dimension 
nutzt. Ein dreidimensionales Speicherkondensatorkonzept sind 
5 Grabenkondensatoren , bestehend aus einem in das Halbleiter- 
substrat geatzten Graben, der mit einem hochleitf ahigen Mate- 
rial gefullt ist, welcher als innere Kondensatorelektrode 
dient. Die auSere Kondensatorelektrode ist dagegen im Allge- 
meinen im Substrat als Dif f usionsgebiet vergraben ausgebil- 

10 det, wobei diese auiSere Kondensatorelektrode uber eine weite- 
re vergraben ausgebildete Schicht im Halbleitersubstrat , eine 
sogenannte Buried Plate, ankontaktiert ist. Die Buried-Plate- 

* Schicht wird ublicherweise im Randbereich uber eine Kontakt- 
offnung, einem sogenannte Plug, ankontaktiert. Die elektri- 

15 sche Verbindung zwischen dem Dif f usionsgebiet des Auswahl- 

transistors und der inneren Kondensatorelektrode des Graben- 
kondensators in einer Speicherzelle erfolgt im oberen Graben- 
bereich durch einen ublicherweise als Dif f usionsgebiet ausge- 
bildeten Elektrodenanschluss , dem sogenannten Buried Strap. 

20 

Urn die ChipgroSe so klein wie moglich zu halten, ist es Ziel- 
setzung, insbesondere auch den Randbereich der Speicherzel- 
lenfelder mit dem Plug zum Anschluss der Buried Plate mog- 
lichst platzsparend auszufiihren. Hierbei besteht die Gefahr, 

^5 dass der Plug zum Anschluss der Buried Plate die Buried 

Straps von Grabenkondensatoren ankontaktieren, wenn sich der 
Plug-Bereich mit dem Buried Strap-Dotierbereich uberlagern. 
Dies hat zur Folge, dass ein Kurzschluss zwischen den Konden- 
satorelektroden der Grabenkondensatoren auftritt, der zu 

30 einem Totalausf all des kompletten Speicherchips f iihrt . Ein 
solcher Kurzschluss konnte bisher im Allgemeinen erst durch 
aufwandige physikalische Fehleranalyse festgestellt werden. 
Dariiber hinaus kann eine solche Fehleranalyse auch erst im 
Back-End, d.h. nachdem im Wesentlichen der gesamte Herstel- 

3 5 lungsprozess fur den Speicherchip durchlaufen ist, ausgef iihrt 
werden. Weiterhin beeinflusst die GroSe des Dotierbereichs 
des Buried Strap wesentlich das elektrische Verhalten der 
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Speicherzelle und hat dabei insbesondere Einfluss auf die zu 
ladende Speicherkapazitat und die Ladungsgeschwindigkeit . Da- 
her ist die genaue Kenntnis der Buried-Strap-Dotierausdehnung 
fur die Bestimmung der Leistungsmerkmale der Speicherzellen 
5 von entscheidender Bedeutung. Die GroSe des Buried-Strap- 
Dotierbereichs konnte jedoch bisher nur anhand aufwandiger 
und teurer Dotierprof ilanalysen bestimmt werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Teststruktur fur ein Spei- 
10 cherzellenf eld mit matrixf ormig angeordneten Grabenkondensa- 
toren bereitzustellen, mit der sich auf einfache Weise eine 
Buried- Strap-Dot ierung der Grabenkondensatoren bestimmen und 
^ sich insbesondere Kurzschllisse zwischen der vergrabenen auSe- 
ren Kondensatorelektrode und dem Buried Strap nachweisen las- 
15 sen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS mit einer Teststruktur fur 
ein Speicherzellenf eld gemaS Anspruch 1 gelost. Bevorzugte 
Weiterbildungen sind in den abhangigen Anspruchen angegeben. 

20 

GemaS der Erfindung weist die Teststruktur fur ein Speicher- 
zellenfeld, bei dem die Grabenkondensatoren der Speicherzel- 
len matrixformig angeordnet sind, zum Bestimmen eines Dotier- 
bereiches eines Elektrodenanschlusses , der in einer Speicher- 
zelle eine innere Kondensatorelektrode eines Grabenkondensa- 
tors mit einem zugehorigen Auswahl trans is tor verbindet, eine 
regelmaSige Matrixanordnung von vier Grabenkondensatoren auf, 
zwischen denen ein elektrischer Kontakt mit einer vorgegebe- 
nen Kontaktf lache vorgesehen ist. Die erf indungsgemaSe Test- 

3 0 struktur ermoglicht auf einfache Weise exakt und zerstorungs- 
frei, die Dotierausdehnung des oberen Elektrodenanschlusses 
durch eine einfache Messung des Stromflusses zwischen dem 
elektrischen Kontakt und den inneren Kontaktelektroden der urn 
diesen elektrischen Kontakt angeordneten Grabenkondensatoren 

35 f estzustellen. Wenn zwischen dem elektrisch leitenden Kontakt 
und dem Buried-Strap-Dotierbereich eine Uberlappung vorliegt, 
kann ein elektrischer Stromfluss festgestellt werden. Im Fal- 
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le, dass keine Uberlappung vorliegt, tritt dagegen kein 
Stromfluss auf . Aus der Lage des elektrischen Kontaktes bezo- 
gen auf die vier Grabenkondensatoren, der GroSe und Form der 
Kontaktf lache und dem Stromfluss zwischen dem elektrischen 
5 Kontakt und den ihn umgebenden Grabenkondensatoren, lasst 

sich eine exakte Aussage liber den Buried-Strap-Dotierbereich 
treffen. Weiterhin kann dann auch festgestellt werden, wie 
weit der elektrische Kontakt der Buried Plate im Randbereich 
des Speicherchips von den Grabenkondensatoren mindestens 

10 beabstandet sein muss, urn einen Kurzschluss zwischen dem 

elektrischen Kontakt und dem Buried Strap zu verhindern bzw. 
ob ein solcher Kontakt im Randbereich sich mit einem Buried 
^ Strap eines Grabenkondensators iiberlappt und so einen Kurz- 
schluss zwischen den Kondensatorelektroden und damit einen 

15 Totalausfall des Speicherchips bewirkt. 

GemaE einer bevorzugten Aus fuhrungs form ist die regelmaSige 
Matrixanordnung von vier Grabenkondensatoren mit dem dazwi- 
schen angeordneten elektrischen Kontakten innerhalb eines re- 

20 gularen Speicherzellenf elds ausgefuhrt. Da die Teststruktur , 
wie die regulare Speicherzellenstruktur , in der Regel mithil- 
fe der Planartechnik, die aus einer Abfolge von Lithografie- 
prozessen besteht, hergestellt wird, wird durch die Einbet- 
tung der Teststruktur in ein regelmafiiges Speicherzellenf eld 
^5 gewahrleistet, dass die Grabenkondensatoren im Wesentlichen 
den regularen Grabenkondensatoren der Speicherzellenmatrix 
entsprechen, da die Teststruktur bei den einzelnen Lithogra- 
fieschritten die gleiche Umgebung wie die regulare Speicher- 
zellenstruktur haben. Dadurch wird die Zuverlassigkeit und 

30 Aussagekraft der Testmessung wesentlich verbessert. 

GemaS einer weiteren bevorzugten Aus fuhrungs form ist zwischen 
der regelmafiigen Matrixanordnung von vier Grabenkondensatoren 
ein aktives Gebiet eines Auswahltransistors unter dem elekt- 
35 rischen Kontakt vorgesehen. Hierdurch wird gewahrleistet, 

dass die Teststruktur so weit wie moglich dem regularen Spei- 
cherzellenf eldaufbau nachgebildet ist, urn eine exakte Aussage 
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in Bezug auf die Ausdehnung des Buried-Strap-Dotierbereichs 
zu ermoglichen. 

GemaS einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm sind die 
vier Grabenkondensatoren mit getrennten Kontaktf lachen ver- 
bunden, die ein einf aches Ankontaktieren der inneren Konden- 
satorelektrode des jeweiligen Grabenkondensators ermoglichen. 
Durch diese Ausgestaltung wird die Durchfiihrung der Messung 
wesentlich erleichtert, da die Grabenkondensatoren zum Testen 
uber lose, weit auseinander liegende Kontaktf lachen, die ein- 
fach mithilfe einer Nadelkarte an eine Auswerteeinheit ange- 
bunden werden konnen, sich anschliefien lassen. 

GemaS einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist ein 
Teststrukturmuster mit einer Vielzahl von Teststrukturen vor- 
gesehen, wobei die Teststrukturen mit unterschiedlichen Ab- 
standen zwischen den Grabenkondensatoren und/oder unter- 
schiedlicher GroSe der Kontaktf lache ausgebildet sind. Hier- 
durch besteht die Moglichkeit, hochprazise und genau skaliert 
den Bereich der Buried-Strap-Dotierung festzulegen. 

Die Erfindung wird anhand der beigefugten Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine DRAM-Speicherzelle mit einem Grabenkondensator 
in Querschnitt; 

Figur 2 einen Ausschnitt aus einer erf indungsgemaSen Test- 
struktur im Querschnitt; 

Figur 3 eine erfindungsgemaSe Teststruktur mit einer Matrix- 
anordnung von Grabenkondensatoren und einem elektrischen 
Testkontakt in der Aufsicht; 

Figur 4 die Aufsicht von Figur 3 mit zusatzlich vorgesehenen 
aktiven Gebieten; und 
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Figur 5 eine mogliche Verdrahtung des elektrischen Testkon- 
takts zwischen der regelmaSigen Matrixanordnung von vier Gra- 
benkondensatoren in der Aufsicht. 

Die Erfindung wird ain Beispiel eines DRAM— Speicherchips er— 
lautert. Die Ausbildung einzelner Strukturen der dynamischen 
Speicherzellen im Chip erfolgt vorzugsweise mithilfe der Si- 
lizium-Planartechnik, die aus einer Abfolge von jeweils ganz- 
flachig an der Oberflache einer Silizium-Halbleiterscheibe 
wirkenden Einzelprozessen besteht, wobei uber geeignete Mas- 
kierungsschritte gezielt eine lokale Veranderung des Silizi- 
um-Substrats durchgefuhrt wird. Bei der DRAM-Speicherherstel- 
lung wird gleichzeitig eine Vielzahl von dynamischen Spei- 
cherzellen ausgebildet. Im folgenden wird kurz der Aufbau ei- 
ner einzelnen DRAM-Speicherzelle anhand von Figur 1 beschrie- 
ben. 

Eine DRAM-Speicherzelle setzt sich aus einem Speicherkonden- 
sator 1 und einem Auswahltransistor 2 zusammen. Der Auswahl- 
transistor 2 ist dabei vorzugsweise als planarer Feldeffekt- 
transistor, zum Beispiel als N-Typ-Feldef f ekttransistor aus- 
gebildet. Der N-Typ-Feldef f ekttransistor 2 weist zwei n- 
dotierte Dif f usionsgebiete 21, 22 in einem p-dotierten Halb- 
leitersubstrat 3 auf . Die beiden Dif f usionsgebiete 21, 22 
dienen als Source- und Drain-Gebiete , wobei der dazwischen 
liegende Halbleitersubstratbereich 23 das aktive Gebiet des 
Transistors darstellt. liber dem aktiven Gebiet 23 ist, durch 
eine Isolationsschicht 24 getrennt, eine hoch n-dotierte Ga- 
teelektrode 25 angeordnet, die wie ein Plattenkondensator 
wirkt, mit dem die Ladungsdichte im aktiven Bereich 2 3 beein- 
flusst werden kann, um einen stromleitenden Bereich zwischen 
der ersten Elektrode 21 und der zwei ten Elektrode 2 2 auszu- 
bilden bzw. zu sperren. 

Als Speicherkondensatoren werden bei dynamischen Speicherzel- 
len bevorzugt Grabenkondensatoren eingesetzt, um durch die 
dreidimensionale Struktur eine wesentliche Verkleinerung der 
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Speicherzellenf lache zu erreichen . Der Grabenkondensator 1 
weist einen tiefen Graben mit einem Aspektverhaltnis , d.h. 
einem Breite-Tief everhaltnis von bis zu 1:10 auf . Der Graben 
ist mit einer hochdotierten Schicht, in der gezeigten Ausfiih- 
5 rungsform einer Polysiliziumschicht ausgefullt, die als inne- 
re Kondensatorelektrode 11 dient. Die aufiere Kondensator- 
elektrode 12 ist als hoch n-dotiertes Dif f usionsgebiet 12 im 
unteren Grabenbereich um die innere Kondensatorelektrode 11 
herum ausgebildet. 

10 

Die Erzeugung der auSeren Kondensatorelektrode kann bei- 
spielsweise durch thermische Ausdif fusion einer hochdotierten 
Schicht im Graben erfolgen. Die auSere Kondensatorelektrode 
12 ist durch eine Dielektrikumschicht 13 von der inneren Kon- 

15 densatorelektrode 12 getrennt . Im oberen Grabenbereich ist 

die Dielektrikumschicht 13 vorzugsweise zu einem verbreiter- 
ten Isolationskragen 14 erweitert. Im oberen Grabenbereich 
ist weiterhin zwischen der einen Elektrode 22 des Feldeffekt- 
transistors 2 und der inneren Kondensatorelektrode 11 des 

20 Grabenkondensators ein Elektrodenanschluss 15, ein sogenann- 
ter Buried Strap, vorgesehen. Dieser Elektrodenanschluss 15 
kann ahnlich der auSeren Kondensatorelektrode 12 durch ther- 
mische Ausdif fusion einer im oberen Grabenbereich eingebrach- 
ten, hochdotierten Schicht erzeugt werden. Die auSere Konden- 

^25 satorelektrode 12 ist wiederum durch eine Kondensatorplatte 

16, eine sogenannte Buried Plate, angeschlossen, die vorzugs- 
weise alien auSeren Kondensatorelektroden der DRAM-Speicher- 
zellenanordnung gemeinsam ist. Diese in der gezeigten Ausfuh- 
rungsform hoch n-dotierte Buried Plate ist iiblicherweise in 

3 0 einem Randbereich des Speicherzellenf elds durch eine Kontakt- 
offnung, vorzugsweise einen Metall-Plug, ankontaktiert . 

Die erste Elektrode 21 des Feldef f ekttransistors 2 ist wei- 
terhin mit einer Bitleitung 5 verbunden, um die im Grabenkon- 
3 5 densator 1 in Form von Ladungen gespeicherte Information ein- 
und auslesen zu konnen. Der Ein- und Auslesevorgang wird da- 
bei uber eine Wortleitung gesteuert, die zugleich die Gate- 
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elektrode 25 des Feldef f ekttransistors 2 ist, um durch Anle- 
gen einer Spannung einen stromleitenden Kanal im aktiven Be- 
reich 23 zwischen der ersten Elektrode 21 und der zweiten 
Elektrode 22 herzustellen . 

5 

Um DRAM-Speicherchips so klein wie moglich ausfuhren zu kon- 
nen, ist es Zielsetzung, insbesondere auch den Speicherchip- 
Randbereich mit dem Kontakt zur Buried Plate 16, der die au- 
Seren Kondensatorelektroden 12 der Grabenkondensatoren 1 an- 

10 kontaktiert, moglichst platzsparend auszufuhren. Hierdurch 

ergibt sich die Gefahr, dass der Metal lplug zum Ankontaktie- 
ren der Buried Plate sich insbesondere mit den Dotierbereich 
des Buried Strap des angrenzenden Grabenkondensators liberla- 
gern, so dass ein Kurzschluss zwischen der inneren Kondensa- 

15 torelektrode des Grabenkondensators und der Buried Plate, die 
die auSeren Kondensatorelektroden der Grabenkondensatoren an- 
schlieSt, auftritt, was zu einem Totalausfall des Speicher- 
chips fuhren kann. Um einen solchen Kurzschluss zwischen den 
Kondensatorelektroden uber dem Buried Plate f estzustellen, 

20 war bisher eine aufwandige physikalische Fehleranalyse im 

Back-End, also nach der Fertigstellung des Speicherchips , er- 
forderlich. Weiterhin beeinflusst die Ausdehnung des Dotier- 
bereichs der Bur ied-S trap -Anbindung der inneren Kondensator- 
elektrode des Grabenkondensators an den Auswahltransistor 

^25 entscheidend das elektrische Verhalten der Speicherzelle . 

Eine Bestimmung der GroSe und Lage der Buried-Strap-Dotierung 
war bisher nur anhand aufwandiger und teuerer Dotierprof il- 
analysen moglich. 

3 0 Figur 2 bis 5 zeigt eine erf indungsgemaSe Teststruktur zum 
Bestimmen des Bereiches einer Ausdiffusion eines Buried 
Straps eines Grabenkondensators. Die Teststruktur ist vor- 
zugsweise im Kerfbereich, d.h. im Zwischenbereich auf einem 
Wafer zwischen zwei DRAM-Chips ausgebildet. Die erf indungsge- 

35 maSe Teststruktur ermoglicht dabei ein Bestimmen der Buried- 
Strap-Ausdif fusion bzw. von moglichen Kurzschlussen zwischen 
dem Buried Plate und dem Buried Strap bereits in einem Pro- 
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zessstadium, das sich direkt an die Herstellung der Graben- 
kondensatoren anschlieSt, also im Front-End der Speicherchip- 
herstellung. Die Teststruktur kann dabei auf einfache Weise 
durch eine Funkt i onserwe i t erung im Rahmen der bisherigen 
5 Speicherzellen-Teststruktur im Front-End realisiert werden. 

GemaS der Erfindung ist, wie Figur 3 bis 5 in der Aufsicht 
zeigen, eine Speicherzellenstruktur sehr ahnlich der regula- 
ren DRAM-Speicherzellenstruktur , d.h. mit senkrecht verlau- 
10 fenden Reihen von rechteckigen Speicherkondensatoren und 

waagrecht dazu verlaufenden Reihen von aktiven Gebieten von 
Auswahltransistoren ausgebildet. Wie die Aufsicht in Figur 3 

1 zeigt, ist innerhalb dieser Reihen von Grabenkondensatoren 
eine regelmaSige Matrixanordnung von vier Grabenkondensatoren 

15 101, 102, 103, 104 vorgesehen, zwischen denen ein vorzugswei- 
se viereckiger Dif f usionskontakt 6 ausgebildet ist. Unter 
diesem Dif f usionskontakt 6 ist gro&flachig ein aktiver Be- 
reich 231 vorgesehen, wie die Aufsicht in Figur 4 zeigt. Der 
Dif fusionskontakt 6 wird vorzugsweise uber die erste Metalli- 

2 0 sierungsebene MO des Speicherchips kontaktiert und gegebenen- 

falls uber Kontaktbrucken zu einer auSenliegenden Kontaktfla- 
che, die sich mit den Nadeln einer Nadelkarte abgreifen 
lasst, gefiihrt. Figur 5 zeigt eine mogliche Metallisierung 
der Teststruktur zum Anschluss des Dif fusionskontakts 6 im 
25 Rahmen der ersten Metallisi erungs ebene M0. 

In Figur 2 ist ein Ausschnitt eines Querschnitts durch die 
Teststruktur im Bereich des Dif fusionskontakts 6 mit einer 
einzelnen Grabenkondensatorstruktur dargestellt. Aus Figur 2 

3 0 geht hervor, dass der Grabenkondensator der Teststruktur ei- 

ner regularen DRAM-Zelle gleicht, wie sie in Figur 1 gezeigt 
sind. Aus diesem Grund sind die Bauelemente des Grabenkonden- 
sators in der Teststruktur mit denselben Bezugszeichen verse- 
hen, wie bei der in Figur 1 gezeigten regularen Speicherzel- 
3 5 le. Zum Test wird ermittelt, ob zwischen dem Dif f usionskon- 

taktblock 6 und dem Buried Strap 15 ein Kurzschluss vorliegt. 
Hierzu wird der Kontaktblock 6 unabhangig von den vier Gra- 
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benkondensatoren 101 bis 104 der Teststruktur in Fig. 3 bis 5 
vorzugsweise mit einer Nadelkarte ankontaktiert und es wird 
ermittelt, ob ein Stromfluss zwischen einem der Grabenkonden- 
satoren und dem Dif f usionskontaktblock auftritt. Urn den Test 
5 zu vereinf achen, sind die Grabenkondensatoren 101 bis 104 der 
Teststruktur vorzugsweise uber Kontaktbrucken mit Kontaktfla- 
chen verbunden, urn das Ankontaktieren der Grabenkondensatoren 
zu erleichtern. 

10 Aus der Kenntnis der Lage und Grofie des Kontaktblocks 6 und 
der elektrischen Messung zwischen dem Kontaktblock 6 und den 
umliegenden Grabenkondensatoren 101 bis 104 lasst sich auf 
einfache Weise und storungsfrei die Ausdehnung des Dotierbe- 
reichs der Buried Straps der Grabenkondensatoren ermitteln. 

15 

Hierbei ist es bevorzugt, eine Serie von Teststrukturen, wie 
sie in den Figuren 2 bis 5 gezeigt sind, vorgesehen, bei de- 
nen die GroEe der Kontaktblocks zwischen den vier Grabenkon- 
densatoren variiert wird. So ist es moglich, durch eine feine 
2 0 Skalierung der Kontaktf lachengroSe eine hochexakte Bestimmung 
der Ausdehnung des Dotierbereichs der Buried Straps vorzuneh- 
men. Eine weitere Moglichkeit zur Skalierung besteht darin, 
Teststrukturen mit vier Grabenkondensatoren vorzusehen, die 
unterschiedlich beabstandet sind. Alternativ zu der gezeigten 
25 Aus fuhrungs form besteht auch die Moglichkeit, anstatt der ge- 
fk zeigten quadratischen Kontaktstruktur eine beliebige andere 
Ausgestaltung der Kontaktf lache vorzunehmen. 



30 
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Patentanspruche 

1. Teststruktur fur ein Speicherzellenf eld, wobei die Spei- 
cherzellen matrixf ormig angeordnete Grabenkondensatoren auf- 
weisen, zum Bestimmen eines Dotierbereiches (101 bis 104) 
eines Elektrodenanschlusses (15), der in einer Speicherzelle 
eine inneren Kondensatorelektrode (11) eines Grabenkondensa- 
tors (1) mit einem zugehorigen Auswahl transistors (2) verbin- 
det, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen einer regelmaSigen Matrixanordnung von vier Graben- 
kondensatoren (101 bis 104) ein elektrischer Kontakt (6) mit 
einer vorgegebenen Kontaktf lache vorgesehen ist. 

2. Teststruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die regelmaSigen Matrixanordnung von vier Grabenkonden- 
satoren (101 bis 104) mit dem dazwischen angeordneten elekt- 
rischen Kontakt (6) innerhalb eines regularen Speicherzellen- 
feldes ausgefiihrt ist. 

3. Teststruktur nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet, zwischen der regelmaSigen Matrixanordnung von vier 
Grabenkondensatoren ein aktives Gebiet (231) eines Auswahl- 
transistors unter dem elektrischen Kontakt (6) vorgesehen 
ist . 

4. Teststrukturmuster mit einer Vielzahl von Teststrukturen 
nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass Teststrukturen mit einem unterschiedlichen Abstand zwi- 
schen den Grabenkondensatoren und/oder einer unterschiedli- 
chen GroSe der Kontaktf lache vorgesehen sind. 
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Z u s amme n f a s s ung 

Teststruktur zum Bestimmen eines Dotierbereiches eines Elekt- 
rodenanschlusses zwischen einem Grabenkondensator und einem 
Auswahltransistor in einem Speicherzellenf eld 

Eine erf indungsgemafte Teststruktur fur ein Speicherzellenf eld 
zum Bestimmen eines Dotierbereiches eines Elektrodenanschlus- 
ses, der in einer Speicherzelle eine innere Kondensatorelekt- 
rode eines Grabenkondensators mit einem zugehorigen Auswahl- 
transistor verbindet, weist zwischen einer regelmaSigen Mat- 
rixanordnung von vier Grabenkondensatoren einen elektrischen 
Kontakt mit einer vorgegebenen Kontaktf lache auf . 



Fig. 2 
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